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E3 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/bder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I E3 Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische TStigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V EJ Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaiten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1- 13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

2- 7, 9-16 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 , 8 eingegangen am 21 .01 .2004 mit Schreiben vom 1 6.01 .2004 

Zeichnungen, Blatter 

1-4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da8 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht fet ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

SSSSlZ p/«c nden F Ch Au « ass ^9 *r r ^rde uber den Offenbarungsgehalt in d2 u IprungHch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). y 

( beLumgS^) mer ' SOlCh& Anderun9en enth£ *lten> & unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V ' «f£2K^ F A StSte,l llu 9 ^ h ^ rtlk ? 1 35(2) hinsic htlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1,2,4-7 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

_ Nein: Anspruche 3,8-16 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-16 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: EP-A-1 102 319 

2 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand der Anspruche 1 und 8 angesehen. Es offenbart (s. Absatze 16-24, 
27,28 und Fig. 8-20) eine nichtfluchtige Zweitransistor-Halbleiterspeicherzelle 82 
mit einem Speichertransistor 84 mit einer vorbestimmten Schwellwertspannung 
und einem Auswahltransistor 83 mit einer vorbestimmten Schwellwertspannung, 
wobei die Auswahltransistor-Steuerschicht 43c unterschiedlich zur 
Ladungsspeicherschicht 27d ausgebildet ist. 

D1 laBt sich auch so interpretieren, daG die beide Schwellwertspannungen im 
Auswahl- und Speichertransistor durch eine erhohte Substrat- /Wannendotierung 
angehoben werden, s. Absatz 12, insbesondere Spalte 3, Z. 1. 

Der Begriff "zur Korrektur der Schwellwertanhebung" reicht nicht aus, irgendeinen 
Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und der aus D1 
bekannten Speicherzelle zum Ausdruck zu bringen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht neu (Artikel 33 (2) PCT). 

3 Die abhangigen Anspruche 2,4-7 enthalten keine Merkmale, die in Kombination 
mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen. 

4 Der Gegenstand des Anspruchs 3 unterscheidet sich von der aus D1 bekannten 
Speicherzelle dadurch, daB die Halbleiterschicht (4) in einem Bereich des 
Auswahltransistors eine Dotierung vom ersten Leitungstyp (p) aufweist. Diese 
Merkmale wurden jedoch schon fur denselben Zweck bei einem ahnlichen MOS- 
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Transistor benutzt, vgl. dazu Dokument D1 , insbesondere Absatz 27. Hier wird 
beschrieben dieselben Vorteile wis die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann 
wiirde daher die Aufnahme dieses Merkmals in die in D1 beschriebene 
Speicherzelle als eine ubliche MaBnahme zur Losung der gestellten Aufgabe 
ansehen. Der Gegenstand des Anspruchs 3 beruht daher nicht auf einer erfinde- 
rischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Der Gegenstand des Anspruchs 8 unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten 
Verfahren (s. auch Absatz 12) dadurch, daB die Halbleiterschicht (4) in einem 
Bereich des Auswahltransistors eine Dotierung vom ersten Leitungstyp (p) 
aufweist. Wie die zum Anspruch 3 gegebenen Grunden wurden dieses Merkmal 
jedoch schon fur denselben Zweck bei dem ahnlichen MOS-Transistor 80 benutzt 
(s. dazu Dokument D1, insbesondere Absatz 27). Der Gegenstand des Anspruchs 
8 beruht daher auch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Die abhangigen Anspriiche 9-16 scheinen keine Merkmale zu enthalten, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische 
Tatigkeit erfullen. 
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Neue Patentanspruche 1 und 8 

1. NichtflOchtige Zweitransistor-Halbleiterspeicherzelle 
mit 

5 einem Speichertransistor (ST J mit einer vorbestimmten 

Schwellwertspannung, der in einem Substrat (1) ein Source- 
und Draingebiet (2) mit einem dazwischen liegenden Kanalge- 
biet aufweist, wobei an der Oberflache des Kanalgebiets eine 
erste Speichertransistor-Isolationsschicht (3), eine Ladungs- 
10 speicherschicht (4),. eine zweite Speichertransistor-Isola- 
tionsschicht (5) und eine Speichertransistor-Steuerschicht 
(6) ausgebildet ist; und 

einem Auswahltransistor (AT) mit einer vorbestimmten Schwell- 
wertspannung, der im Substrat (1) ein Source- und Draingebiet 
15 (2) mit einem dazwischen liegenden Kanalgebiet aufweist, wo- 
bei an der Oberflache des Kanalgebiets eine erste Auswahl- 
transistbr-Isolationsschicht (3 1 ) und eine Auswahltransistor- 
Steuerschicht (4*) ausgebildet ist, 
dadurch ge-Jcennzeichnet, dass 
beide Schwellwertspannungen im Auswahl- und Speichertransis- 
tor (AT, ST) durch eine erhShte Substrat-/Wannendotierung an- 
■ gehoben werden und zur Korrektur der Schwellwertanhebung im 
Auswahltransistor (AT) die Auswahltransistor-Steuerschicht 
(4*) unterschiedlich zur Ladungsspeicherschicht (4) ausgebil- 
25 det ist. 

8. Verfahren -zur Herstellung einer nichtf luchtigen- Zw.ei- - ■ 
transistor-Halbleiterspeicherzelle mit den Schritten: 
a) Ausbilden einer ersten Isolationsschicht (3, 3 y ) ftir ei- 
30 nen Auswahltransistor (AT) mit einer vorbestimmten Schwell- 
wertspannung und einen Speichertransistor (ST) mit einer vor- 
bestimmten Schwellwertspannung auf einem Halbleitersubstrat 
(1) , das eine Dotierung vom ersten Leitungstyp (p) aufweist; 
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b) Ausbilden einer Halbleiterschicht (4) an der Oberflache 
der ersten Isolationsschicht (3, 3 X ); 

c) Ausbilden einer zweiten Isolationsschicht (5) an der 



(6) an der Oberflache der zweiten Isolationsschicht (5) ,zu- 



sistors (AT) und des Speichertransistors (ST) unter Verwen- 
dung der strukturierten Maskenschicht (7); und 
. g) Ausbilden von Source- und Draingebieten (2) mit einer 
Dotierung vom zweiten Leitungstyp (n) unter Verwendung der 

15 Schichtstapel als Maske, wobei 

in Schritt a) beide Schwellwertspannungen im Auswahl- und 
Speichertransistor (AT, ST) durch eine erhohte Dotierung des 
Halbleitersubstrats (1) angehoben werden und 
in Schritt b) zur Korrektur der Schwellwertanhebung im Aus- 

20 wahltransistor (AT) die Halbleiterschicht (4) in einem Be- 
reich des Auswahltransistors (AT) eine Dotierung vom ersten 
Leitungstyp (p) und in einem Bereich des Speichertransistors 
(ST) eine zum ersten Leitungstyp entgegengesetzte Dotierung 
vom zweiten Leitungstyp (n) aufweist. 
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Oberflache der elektrisch leitenden Halbleiterschicht (4) 

mindest im Bereich des Speichertransistors (ST) ; 

d) Ausbilden einer weiteren elektrisch leitenden Schicht 
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mindest im Bereich des Speichertransistors (ST) ; 

e) Ausbilden und Strukturieren einer Maskenschicht (7) ; 

f ) . Ausbilden von Schichtstapeln im .Bereich des Auswahltran- 



